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【はじめに】Ga 源として Ga2O ガスを用いる Oxide Vapor Phase Epitaxy(OVPE)法では、固体の副

生成物が生成しないため原理的に長時間の成長が可能である[1]。しかし本手法では、副生成物と

して発生する H2O が結晶性の悪化や多結晶密度増加の要因となっている[2]。本研究では、育成環

境中の H2O 分圧低減のため CH4を添加し、結晶性改善効果の検討及び厚膜化を実施した。 

【実験と結果】種基板としてHVPE製GaN基板((0002)GaN XRC半値幅50～70 arcsec、(10-12)GaN 

XRC 半値幅 60～90 arcsec)を用い、成長速度 40 m/h にて育成を行った。CH4の流量及び育成時間

を変化させ、炉内の H2O 分圧と(0002)GaN 及び(10-12)GaN XRC 半値幅の値への影響を調査した。

炉内の H2O 分圧はガスクロマトグラフを用いて測定を行った。図 1 に CH4流量と XRC 半値幅の

関係を示す。XRC 半値幅の値は(0002)、(10-12)成分ともに CH4流量 50～100 sccm において極小値

を持ち、さらに添加量を増加させると結晶性が悪化する結果となった。また、炉内の H2O 分圧は

CH4 添加量の増加とともに減少し、最大 80%減少した。図 2 に CH4 流量 0 および 100 sccm におけ

る育成時間と XRC 半値幅の関係を示す。CH4を添加しない場合、育成時間を 5h にすることで結

晶性が悪化しているのに対し CH4 を添加した条件では結晶性を維持しており、10h 成長において

も悪化する傾向は見られなかった。図 3 に 10h 成長により得られた 400 m 厚結晶写真を示す。 

以上より、OVPE における CH4添加は高品質 GaN 厚膜成長の有用な手法であることがわかった。 
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図 1 CH4流量と XRC 
半値幅の関係 

図 2 各 CH4流量における育成時間と 
XRC 半値幅の関係 

図 3 10h 成長により得られ

た 400 m 厚結晶写真 
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